Дослідження радіаційної стійкості світловипромінюючих пристроїв by Романова, І.І.
 СЕКЦІЯ 4: Фізичні процеси в матеріалах мікро- і наноелектроніки 
1 
ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 
СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 
 
Романова І.І., аспірант 
НТУУ «КПІ», Київ 
 
З кожним днем напівпровідникові джерела світла все більш і більш 
заповнюють нові області застосування світлодіодів. Так вони широко 
використовуються в ядерній електроніці. Саме тому необхідною 
умовою використання пристроїв на основі світлодіодів є інформація 
стосовно проникаючої радіації, вплив якої відображається на 
електричних та світлотехнічних характеристиках пристроїв. Це 
обумовлює актуальність досліджень у даній області. 
Нами проведено дослідження впливу проникаючої радіації на 
електрофізичні параметри матеріалів, гетероструктур на основі 
бінарних сполучень і твердих розчинів 
3 5A B : 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P , 
1x xAl Ga As , 0,2 0,8 /Al Ga N GaN  – світлодіоди випромінюючі у 
червоно-жовтій та синьо-зеленій області спектру. Вимірювання сили 
світла проводились при при струмі 20 мА та 40 мА в різних діапазонах 
напруги. Були отримані наступні результати: світлодіоди на основі 
алінгапів 1 0,5 0,5( )x xAl Ga In P  з жовтим кольором освітлення є 
набагато витривалішими, аніж світлодіоди на основі 
0,33 0,67( ) ,ZnO GaP Al Ga As  та 0,6 0,4GaAs P  світлодіоди з червоним 
кольором освітлення; структури із змінно легованою оптично 
активною n - областю (сині) мають більш високу силу світла в 
порівнянні з структурами, в яких квантові ями розташовані в 
компенсованому шарі (зелені). 
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